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１．概要（Summary） 

窒化チタン(TiN)は抵抗変化メモリの電極として着

目されている材料の一つである。メモリ素子の微細化

に向けて、TiNの微細な構造を形成するためのエッチ

ングプロセスの確立が必要である。本研究では、反応

性イオンエッチングによる TiN加工条件の検討と、作

製した TiNパターンの形状評価を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

・化合物ドライエッチング装置 

【実験方法】 

  TiN 薄膜はマグネトロンスパッタ法で熱酸化膜付

Si基板上に成膜した。また、TiN上へマスクとして電

子線レジスト SAL601 の細線パターンを作製した。

TiN および SAL601/TiN の反応性イオンエッチング

を化合物ドライエッチング装置で行った。なお、エッ

チングレート(以下、ERと記載) の評価、TiN薄膜成

膜、電子線露光、加工形状の観察は、産総研ナノプロ

セシング施設で実施した。 

 

３．結果と考察 （Results and Discussion） 

Fig. 1に TiNのERの酸素流量 x (SCCM) 依存性を

示す。x = 0 での ERは 4.5 (nm/sec)であったが、x ≧ 

6 ではプロセス時間を 120 (sec) 以上としても TiN 膜厚

に変化が無かった。この結果から、TiNの加工にはCl2お

よび Ar のみを用いた加工条件が適していると推察される。

この x = 0 の条件でSAL601/ TiNを加工した結果をFig. 

2 に示す。TiN の ER が大きくプロセス時間が短いため

SAL601 を十分に残存させた状態で TiN へ形状を転写

できることが分かった。側壁のテーパー角度も 80 度以上

であり、微細化に適した条件であると考えられる。 

 

Fig. 1 O2 flow rate dependence of TiN ER. 

 

Fig. 2 Cross-sectional image of TiN pattern. 
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